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LKMD7611x 系列隔离式单通道栅极驱动器

1 特点

 单通道分离输出隔离驱动，方便控制拉灌电流

能力，节省系统成本

 用于 IGBT、SiC MOSFETs、Si MOSFETs 驱动

 4A 峰值拉电流能力及 6A 峰值灌电流能力

 共模瞬态抗扰度（CMTI）大于 150V/ns

 高达 35V 的宽输出侧电源电压范围

 兼容 3.3V 或 5.0V 输入侧供电电压应用

 超过 1MHz 最大输入信号频率

 宽体 SOW8，

 针对所有电源提供 UVLO 保护功能

 多版本不同 UVLO 阈值可选

8.5V/12.5V/6.0V/17.6V 分别对应 A/B/C/D 版本

 开关特性参数

 45ns 传播延时典型值

 5ns 脉宽失真

 18μs VDD 上电延时

 结温范围：-40℃~+150℃

 封装：

SOW8（5.95mm×11.70mm×2.65mm）

2 应用

 AC 或无刷直流电机驱动

 商用空调

 感应谐振加热装置

 不间断电源，通信电源

 逆变器

 高压直流/直流转换器，高压交流/直流转换器

 车载电池充电器

 马达驱动

3 概述

LKMD7611x 是一款具有宽输出侧电源电压范围，宽

温度范围的隔离式单通道栅极驱动芯片。具有 4A 峰值拉

电流及 6A 峰值灌电流的能力，用于驱动功率 MOSFET、

IGBT、SiC、GaN 等功率器件，为系统提供更多的安全保

障。

LKMD7611x 通过高质量的隔离栅设计和工艺实现原

副边间的可靠隔离，其 VISO耐压等级高达 5kVRMS（SOW8）

。另外 LKMD7611x 采用特有的设计技术提高其抗干扰能

力， 其共模瞬态抗扰度（CMTI） 高达 150V/ns 以上，

同时具有低电磁辐射和低边沿过充特性，提高系统电磁兼

容性。

LKMD7611x 包含多重保护功能：输入尖峰滤波器、

输入侧及输出侧欠压保护功能、有源下拉等。

LKMD7611x 作为一款高性能栅极隔离驱动，凭借高

性能、多保护、高可靠，可应用在工业、汽车等多种复杂

的功率器件驱动系统中。

器件信息

型号 封装形式 欠压保护阈值

LKMD7611ASW SOW8 8.5V/8.0V

LKMD7611BSW SOW8 12.5V/11.5V

LKMD7611CSW SOW8 6.0V/5.7V

LKMD7611DSW SOW8 17.6V/16.6V
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图 1 典型应用图
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4 管脚排布与功能描述

4.1 引脚排列

SOW8

图 2 引脚排列图（顶视图）

表 1 引脚说明

引脚编号 引脚名称 类型（1） 描述

1 VCC P
输入侧电源电压。支持 3.3V/5V 电源电压。推荐采用低 ESD/ESL 的电容靠近引脚放置，

以增强系统供电稳定性。

2 IN+ I 输入信号正输入端。IN+兼容 3.3V/5V输入信号，内部由 90kOhm 电阻下拉至 GND。

3 IN- I 输入信号负输入端。IN-兼容 3.3V/5V输入信号，内部由 90kOhm 电阻下拉至 GND。

4 GND G 输入侧地。

5 VSS G 输出侧地。

6 OUT- O 驱动器下拉输出。

7 OUT+ O 驱动器上拉输出。

8 VDD P 输出侧电源。推荐采用低 ESD/ESL 的电容靠近引脚放置，以增强系统供电稳定性。

（1）I=Input，输入引脚；O=Output，输出引脚；P=Power，电源引脚；G=Ground，参考地引脚。

5 电特性

5.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位

VCC-GND 输入侧电源电压 -0.3 +6.0 V

VDD–VSS 输出侧电源电压 -0.3 +35 V

(IN+/IN-) -GND 输入信号电压 -0.3 VCC+0.3(2) V

(OUT+)-VSS，(OUT-)-VSS 输出信号电压 -0.3 VCC+0.3 V

TJ 结温 -40 +150 ℃

Tstg 存储温度 -65 150 ℃

注：

(1).超过表中所列的绝对最大额定值可能会导致器件的永久损坏。长期处于绝对最大额定值的条件下可能会影响可靠性。任

何时候都不建议对设备的功能操作超出推荐标准规定的条件。

(2).最大电压不得超过 6V。
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5.2 抗静电能力（ESD）等级
参数 描述 值 单位

V（ESD） 电源电压
人体放电模型(HBM)

PIN1~PIN4 ±8000 V

PIN5~PIN8 ±4000 V

充电设备模型(CDM) All PIN ±1000 V

5.3 推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位

VCC-GND 输入侧电源电压 3.0 5.5 V

VDD–VSS(LKMD7611A)

输出侧电源电压

9.0 28 V

VDD–VSS(LKMD7611B) 13.0 28 V

VDD–VSS(LKMD7611C) 6.5 28 V

VDD–VSS(LKMD7611D) 18.5 28 V

TJ 结温 -40 150 ℃

5.4 热性能信息

热指标
LKMD7611xS

单位
8 个引脚

RθJA 结至环境热阻 130.9 °C/W

5.5 功耗
参数 测试条件 值 单位

PD 总体功耗
VCC=5V，VDD=20V，IN=0-5V，500kHz PWM，

CL=0pF

82.5 mW

PDI 输入侧功耗 47.5 mW

PDO 输出侧功耗 35 mW

5.6 绝缘参数
参数 测试条件 数值 单位

CLR 外部间隙 两侧端子间的最短空间距离 >8 mm

CPG 外部爬电距离 两侧端子间的最短封装表面距离 >8 mm

DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 18 μm

VIOTM 最大瞬态隔离电压
VTEST=VIOTM，测试时长 t=60s (鉴定测试)；

VTEST=1.2 x VIOTM，测试时长 t=1s (100%生产测试)
7071 VPK

VIMP 最大脉冲电压 在空气中测试，1.2/50µs波形，依据 IEC 62368-1标准 7692 VPK

VIOSM 最大浪涌隔离电压
VIOSM≥ 1.3 x VIMP；在油中测试（鉴定测试），1.2/50µs

波形，依据 IEC 62368-1标准

5000
VPK

QPD 视在电荷

在 I/O安全测试分组 2/3后，依据 IEC 60747-17标准，

采用方法 a，Vpd(m)=1.2*VIORM，tm=10s
≤5

pC
在环境测试分组 1后，依据 IEC 60747-17标准，采用

方法 a，Vpd(m)=1.6*VIORM，tm=10s
≤5

常规测试及预处理过程，依据 IEC 60747-17标准，采

用方法 b1，Vpd(m)=1.875*VIORM，tm=1s
≤5

VISO 可重复承受隔离电压
VTEST=VISO，测试时长 t=60s，鉴定测试

VTEST=1.2*VISO，测试时长 t=1s，100%生产测试
5000 VRMS

RIO 隔离电阻 VIO=500V，TA=25℃ >10 12 Ω
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5.7 电特性

(除非另有说明，否则测试条件为 VVCC=3.3V 或 5V，VVDD=20V，CLoad=0pF，TA= -40℃~ 125℃, 典型值在 TA=25℃

时测得。)

参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件

电源电流 (VCC、VDD)

输入侧静态电流 IVCC-Q
- 1.5 - mA VIN+=VIN-=0V，VVCC=3.3V

- 1.8 - mA VIN+=VIN-=0V，VVCC=5V

输入侧工作电流 IVCC

- 5.8 - mA
IN输入互补的 PWM波，

fSW=500kHz，VCC=3.3V

- 6.0 - mA
IN输入互补的 PWM波，

fSW=500kHz，VCC=5V

- 5.8 - mA
VIN+=3.3V，VIN-=GND，

VVCC=3.3V

- 6.2 - mA VIN+=5V，VIN-=GND，VVCC=5V

输出侧静态电流 IVDD-Q - 0.9 - mA VIN+=0V

输出侧工作电流 IVDD
- 1.75 - mA IN+输入 PWM波，fSW=500kHz

- 0.95 - mA VIN+= VVCC，VIN-=GND

输入侧电源欠压保护参数(VCC UVLO)

上升阈值 VVCC_ON - 2.7 - V -

下降阈值 VVCC_OFF - 2.5 - V -

阈值迟滞 VVCC_HYS - 0.2 - V -

导通延迟 tVCC+ to OUT - 35 - μs -

关闭延迟 tVCC- to OUT - 3 - μs -

抗尖峰滤波 tVCCFIL - 3 - μs -
输出侧电源欠压保护参数(VDD UVLO)

上升阈值 VVDD_ON - 8.5 - V

LKMD7611A下降阈值 VVDD_OFF - 8 - V

阈值迟滞 VVDD_HYS - 0.5 - V

上升阈值 VVDD_ON 12.5

LKMD7611B下降阈值 VVDD_OFF 11.5

阈值迟滞 VVDD_HYS 1

上升阈值 VVDD_ON
6.0

LKMD7611C下降阈值 VVDD_OFF
5.7

阈值迟滞 VVDD_HYS
0.3

上升阈值 VVDD_ON
17.6

LKMD7611D下降阈值 VVDD_OFF
16.6

阈值迟滞 VVDD_HYS
1

导通延迟 tVDD+ to OUT 18 μs -

关闭延迟 tVDD- to OUT 3 μs -

抗尖峰滤波 tVDD_FIL 3 μs -
输入信号(IN+、IN-)

输入高电平阈值 VIN_H - 2 - V VCC=5V
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- 1.5 - V VCC=3.3V

输入低电平阈值 VIN_L
- 1.3 - V VCC=5V

- 0.8 - V VCC=3.3V

输入阈值迟滞 VIN_HYS - 0.7 - V -

IN+/-引脚下拉电阻 RIN_G - 90 - kΩ -
输出信号(OUT+、OUT-)

输出拉电流峰值 IOUT_SRC - -4 - A CLoad=0.22uF，f=1kHz

输出灌电流峰值 IOUT_SINK - 6 - A CLoad=0.22uF，f=1kHz

输出侧上管导通阻抗 RDSON_H - 4 - Ω IOUT = -50mA

输出侧下管导通阻抗 RDSON_L - 0.8 - Ω IOUT = 50mA

输出引脚有源下拉 VOUTPD - 2 - V IOUT = 200mA，VDD悬空

5.8 开关电特性

(除非另有说明，否则测试条件为 VVCC=3.3V 或 5V，VVDD=20V，CLoad=0pF，TA= -40℃~+125℃ , 典型值在 TA=25℃

时测得。)

参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件

输出上升时间 tRISE - 15 - ns CLoad=1.8nF，VDD=12V

输出下降时间 tFALL - 6 - ns CLoad=1.8nF，VDD=12V

上升沿传播延时 tPDLH - 45 - ns fSW=500kHz，至输出上升沿 10%时测得

下降沿传播延时 tPDHL - 45 - ns fSW=500kHz，至输出下降沿 90%时测得

脉宽失真 tPWD - 0.4 - ns
脉冲宽度=100ns，fSW=500kHz，|tPDLHA –

tPDHLA |，|tPDLHB–tPDHLB|

5.9 共模瞬态抗扰度（CMTI）等级
参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件

高电平共模瞬态抗

扰度
CMTIH - 150 - V/ns VCM=1500V

低电平共模瞬态抗

扰度
CMTIL - 150 - V/ns VCM=1500V

6 特性曲线

图 3 电流消耗(IVDD)与频率间的关系(空载) 图 4 电流消耗(IVDD)与频率间的关系(1.8nF 负载)
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图 5 电流消耗(IVDD)与频率间的关系(10nF 负载) 图 6 上升下降时间与负载间的关系

图 7 传播延时与 VCC 的关系 图 8 Peak Current与 VDD 间的关系

图 9 动态电源电流(IVDD)与温度之间的关系 图 10 静态电源电流与温度之间的关系
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图 11 输出电阻与温度之间的关系 图 12 传播延迟与温度之间的关系

图 13 脉宽失真度与温度之间的关系 图 14 VCCUVLO 阈值与温度间的关系

图 15 VCCUVLO迟滞与温度间的关系 图 16 VDDUVLO 阈值与温度间的关系
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图 17 VDDUVLO迟滞与温度间的关系

图 19 输入信号迟滞与温度间的关系

图 21 典型输出曲线

图 18 输入信号下降阈值与温度间的关系

图 20 输入信号上升阈值与温度间的关系
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7 参数测试参考电路及时序图

7.1 内部互锁时间 (Interlock)

LKMD7611x 内置了 Interlock 功能，在输入信号切换的边沿提供硬件死区以确保开关过程中不会发生直通。对该

功能下述提供了一种测试方法供测试参考。

7.1.1 测试电路

图 22 显示了 Interlock 时间的测试电路。

图 22 Interlock 时间的测试电路

其中，IN+和 IN-输入互补的 PWM 波，通过测量 IN-下降沿至 OUT 上升沿间的间隔时间与传播延迟的差值来得到

Interlock 时间。

7.1.2 时序图

通过图 22 展示的测试电路，可以得到 Interlock 时间的时序图如图 23 所示。

图 23 Interlock 时间的时序图

7.2 UVLO触发/恢复到输出响应的延迟时间

当电源电压 VCC 或 VDD 出现穿越 UVLO 阈值的变化时，LKMD7611x 设置了相应的输出响应延时时间以确保芯

片在异常状态下的安全工作。对于 VCC UVLO，其上电 UVLO 到输出导通延迟时间（tVCC+ to OUT）典型值为 35us；对



LKMD7611x 系列

瓴科微（上海）集成电路有限责任公司
Link Micro (Shanghai) Integrated Circuit Co., Ltd

12

LkwIC

于 VDD UVLO，其上电 UVLO 到输出导通延迟时间（tVDD+ to OUT）典型值为 18us。出于安全性考虑，建议在芯片上电

后到输入信号 PWM 启动前留出适当的时间以确保后续器件的稳定工作。UVLO 触发/恢复到输出响应的延迟时间的时

序图如图 24、图 25 所示。

图 24 VCC UVLO触发/恢复到输出响应的延迟时间

图 25 VDD UVLO触发/恢复到输出响应的延迟时间

7.3 共模瞬态抗扰度（CMTI）

共模瞬态抗扰度（CMTI）测试旨在衡量芯片对快速变化的共模瞬态干扰的抵抗程度，参考测试方法如下。
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7.3.1 测试电路

图 26 CMTI 测试电路

8 应用信息

LKMD7611x 是一款具有宽输出侧电源电压范围，宽温度范围的隔离式单通道栅极驱动器。其配置了 4A 峰值拉电

流及 6A 峰值灌电流的能力以驱动功率 MOSFET、SiC、GaN 及 IGBT 晶体管。作为一款高性能隔离式栅极驱动器，

LKMD7611x 的输入侧通过高压隔离层与输出驱动器隔离，其短时间耐压高达 7kVPK（SOW8），共模瞬态抗扰度（CMTI）

高达 150V/ns。LKMD7611x包含一系列保护功能：10ns 的输入尖峰滤波器、输入侧及输出侧均有配置的欠压保护 UVLO、

以及有源下拉等。

8.1 功能框图

图 27 功能框图
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8.2 保护及特性

8.2.1 欠压保护（UVLO）与有源下拉

LKMD7611x 当输入侧电源电压 VCC 低于输入侧 UVLO 阈值时，无论 IN+状态如何，OUT 均不会跟随输入信号

的动作，而是保持为低电平，以确保异常工作状态不会导致晶体管的损坏。当输出侧电源电压 VDD 低于输出侧 UVLO

阈值时，输出会保持为低电平， 以确保所驱动的晶体管不会受到异常工作状态的影响。

在 UVLO 保护中还设置了迟滞功能，其目的旨在当电源电压因干扰在 UVLO 阈值附近抖动时，芯片还可以保持

稳定的状态，而不至于在保护状态与工作状态之间反复切换。

输出侧集成了有源下拉电路， 当芯片输出侧处于未供电或 UVLO 状态时， 内部会通过有源下拉功能将输出级

OUT+/-引脚电压钳位在低电平， 以避免因干扰导致外部功率器件误导通。

8.2.2 输入引脚特性

LKMD7611x 的输入引脚（IN+、IN-）均兼容 3.3V/5V 的输入信号，可以灵活的应用于各种架构之中。其中 IN+

与 IN-引脚内部均配置了 90kOhm 的对 GND 下拉电阻，以确保在输入信号开路时，内部电阻可以强制将其下拉至低电

平，避免可能出现的误导通。需要注意，输入侧电源电压 VCC 是输入侧芯片工作的基准电压，输入引脚的电压幅值

任何时候都不应高于 VCC 电压。

8.2.3 输出引脚特性

LKMD7611x 的输出引脚（OUT+、OUT-） 内存在上拉结构与下拉结构。上拉结构在芯片输出高电平时启用，其

通过一个 N-MOSFET 和一个 P-MOSFET 并联的模式在开通的瞬间提供驱动外部晶体管所需的瞬时大电流， 随后

N-MOSFET 关闭，由 P-MOSFET 继续维持输出高电平稳态；下拉结构在芯片输出低电平时启用，其通过一个N-MOSFET

提供到地的回路， 以快速泄放输出级电荷，并使其保持在低电平的状态。LKMD7611x 可以提供 4A/6A 的拉灌电流能

力。

8.2.4 ESD 结构

LKMD7611x 内部配置了完善的 ESD 结构，如图 28 所示。

图 28 ESD结构
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8.2.5 内部互锁时间 (Interlock)

LKMD7611x 内部配置了互锁功能（Interlock），该配置旨在确保在应用中避免输入信号死区过小导致的输出重叠

所引起的外部器件损坏。该功能的典型应用场景为两个单通道栅极驱动器构成的半桥拓扑，当使用同一组互补的 PWM

信号来控制上下桥驱动器通断时，Interlock 功能将为该拓扑提供一个硬件死区， 以确保上下管不会出现直通的情况，

如图 29 所示。

图 29 Interlock功能

8.3 典型应用

LKMD7611x 作为一款高性能的隔离式单通道栅极驱动器， 凭借其卓越的隔离性能和驱动能力可被应用于

MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 的驱动应用。LKMD7611x 具有高达 5.5V 的 VCC 和 35V 的 VDD 工作电压，并集成

了 UVLO 保护，有源下拉等功能，可助力设计人员为工业、汽车等应用打造更安全，更可靠的应用方案。

8.3.1 参考方案原理图

如图 30 所示，该参考方案采用了 LKMD7611x 的典型配置，可用于多种常见的电源转换器拓扑中，例如半桥/全

桥隔离式拓扑、电机驱动、同步升压/降压等。
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图 30 典型应用参考方案原理图

8.3.2 外围器件选型建议及应用注意

8.3.2.1 输入电容选型

对连接至 VCC 的旁路电容，建议选用低 ESR/ESL 的陶瓷电容尽可能近的贴近芯片引脚放置，对于供电电源与 VCC

距离相对较长的应用，还建议选择 1uF 以上的稳压电容并联放置于相对芯片较近的位置以提高芯片电源供电的稳定性。

对连接至 VDD 的旁路电容，则需要分情况进行讨论：

如果采用分别供电的形式，同样建议选用低 ESR/ESL 的陶瓷电容尽可能近的贴近芯片引脚放置，对于供电电源与

VDD 距离相对较长的应用，还建议选择 1uF 以上的稳压电容并联放置于相对芯片较近的位置以提高芯片电源供电的稳

定性。

如果采用自举电路进行供电：

对于 VDD，需要计算应用中每周期支持后级功率晶体管工作所需的电荷量，并确认每周期内允许的电源电压波动

范围，在留有余量的基础上选择合适大小的电容。选定的电容不宜过小，应确保电源电压不会降到芯片 UVLO 阈值以

下，也不宜过大， 以避免在开始的几个周期时电容无法被有效的充电，进而影响系统工作。另外，可以选择在靠近芯

片引脚的位置放置 100nF 左右的陶瓷贴片电容以优化芯片的瞬态性能。

8.3.2.2 输入信号滤波器

对于 IN+/IN-信号，如果实际应用中存在较长或者易受干扰的 PCB 走线，建议在 IN+/IN-外围设计 RC 滤波器以滤

除可能存在的干扰信号。

对于此类 RC 滤波器，建议使用0Ω~100Ω范围内的 RIN和 10pF 和 100pF 之间的 CIN。具体选用的 RC 大小可根据

应用中可能存在的干扰频率进行针对性的选择。
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8.3.2.3 输出电阻选型

输出电阻指串联在芯片输出引脚 OUT+/OUT-至功率晶体管栅极间的电阻 RON/ROFF。输出电阻的作用主要在于

限制寄生参数引起的干扰以及调整和限制驱动电流大小，调节开关速率。对于实际应用来说，通过计算应用需要的峰

值电流，并选择合适大小的 RON/ROFF 可以有效的优化开关损耗，并确保不会因开关速度过快而导致过大的电压尖峰

引起器件的损坏。

8.3.2.4 GS 电阻选型

当栅极驱动器芯片未上电并处于不确定的状态时，建议使用栅极至源极电阻器 RGS 将栅极下拉至源极电压。此电

阻器还有助于在栅极驱动器能够导通并主动拉至低电平之前，降低米勒电流导致的由 dv/dt 引起的导通风险。该电阻

器通常大小介于 5. 1kΩ和20kΩ之间，具体取决于功率器件的 Vth 和 CGD 与 CGS 之比。

8.3.2.5 功率路径处理

大功率应用系统中，有时会因为 PCB 布线或系统控制设计缺陷等导致系统运行异常，甚至功率器件损坏等情况发

生。LKMD7611x 具有较高的耐压范围和优秀的可靠性设计，结合系统合理且优化的设计有利于保证系统安全稳定的

工作，降低系统失效率。应用中应根据功率器件的参数合理设置门级电阻值、死区时间，并尽可能减小电源至输出、

输出至地环路的寄生电感；电源引脚去耦电容应尽可能靠近芯片电源和地引脚放置，避免过孔，尽可能减小寄生参数；

应确保供电电压的稳定、避免电源和输出引脚出现高频纹波或振荡，这样不仅有益于整个系统和功率器件的安全稳定

工作，也可提高系统的电磁兼容性能。
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9. 封装形式

9.1 SOW8

尺寸符号
数值（单位：mm）

最小 公称 最大

A - - 2.65

A1 0.10 - 0.30

A2 2.25 2.30 2.35

A3 0.97 1.02 1.07

b 0.39 - 0.47

b1 0.38 0.41 0.44

c 0.25 - 0.29

C1 0.24 0.25 0.26

D 5.75 5.85 5.95

E 11.30 11.50 11.70

E1 7.40 7.50 7.60

e 1.27BSC

h 0.25 - 0.50

L 0.50 - 1.00

L1 2.00REF

θ 0 - 8°
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9.2 订货信息

LK MD 7611x x
① ② ③ ④

1 产品系列代号

2 分类标识

3 产品代号

4 封装类型

表 2 订货信息表

型号 封装 质量等级 工作温度

LKMD7611ASW SOW8，塑料封装 工业级 -40℃~+125℃

LKMD7611BSW SOW8，塑料封装 工业级 -40℃~+125℃

LKMD7611CSW SOW8，塑料封装 工业级 -40℃~+125℃

LKMD7611DSW SOW8，塑料封装 工业级 -40℃~+125℃

10 版本信息

版本号 日期 版本说明 更改说明

REV 1.00 2025-10-29 更新版本 —
REV 1.01 2026-4-16 更新版本 更新数据和封装信息
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